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S sheets, including this cover sheet 
This report is also accon:q)anied by ANNEXES, comprising: 

(sent to tlie applicant and to the International Bureau) a total of — L_ 
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n sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of diis report 
^ £d^r shS^cont^^^^ authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the 

Administrative Instructions), 
n sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an ammlm^t g^s 
^ beyond the disclosure in fte international appUcation as filed, as indicated m item 4 of Box No. I and the 

Supplemental Box. . 

ra»teble term only, as l.idicM»l ta Ite SiTpl— ^ »»« »«^°8 ■» S«t»>«x UaHw (■« 802 of tte 

Administrative Instructions). ^ 
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Non-estabUshment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
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Certain documents cited 
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Certam observations on the international application 
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Box No. I Basis of the report 



1 1. With regard to the language, this report is based on the international appUcation in Ae langi^ 
otherwise indicated under ftds item! 



I I This report is based on translations from the original language into the following language . 
which is language of a translation furnished for the purpose of: 

I I international search (under Rules 12.3 and 23.1(b)) 

t I publication of the international application (under Rule 12,4) 

I I international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3) 



2. With regard to the elements of the international appUcation, this rqjort is based on (replacement sheets which '"^^^^ 
furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are rrferred to in this r^ort as "oHginalty filed 
and are not annexed to this report): 

^ The international application as originally filed/frimished 
^ the description: 

pages 1-5,7-11 , as originally filed/fumished 

pages* 6 

pages* 



the claims: 



pages* 
pages* 



the drawings: 



received by this Authority on 
received by this Authority on 



28 May 2004 (28.05.2004) 



1-20 



, as originally filed/fiimished 

, as amended (together with any statement) under Article 19 



received by this Authority on 
received by this Authority on 



1/2-2/2 



, as originally filed/fumished 



received by this Authority on 
received by this Authority on 



I I a sequence listing and/or any related table(s) - see Supplonental Box Relating to Sequence Listing. 



3. Th® amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos, 



I I the drawings, sheets/figs 

I I the sequence listing fSFpccifi'J: 

I I any table(s) related to sequence listing /ipec(6>):. 



4 n This report has been established as if (some of) the amendments annexed to tiiis report and listed below had not been 
' * made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box 
(Rule 70.2(c)). 

the description, pages 

the clainM, Nos. 



□ 
□ 

I I the drawings, sheets/figs 

I I the sequence listing (ipecifi!^: 

I I any table(s) related to sequaice listmg (specify): . 



♦ If item 4 applies, some or all of those sheets maybe marked "superseded, ' 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelQr, inventive step or industnal applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-20 



1-20 



1-20 



YES 
NO 
YES 
NO 
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NO 



Citations and explanations 



See supplemental sheet. 
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Continuation of: V . 2 and VI 1 1 



In this international preliminary examination 
report reference, is made to the following 
documents, cited in the international search 
report : 

Dl: US~A-5 810 924 

D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol • 1999, no. 13, 

30 November 1999 and JP-A-11-233440 
D3: 2002 SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, DIGEST OF 

TECHNICAL PAPERS, HONOLULU, June 11-13, 2002, 

pages 96-97, XP001109835 
D4: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, vol. 89, 

nos. 1-3, 14 February 2002, pages 360-363, 

XP004334431 
D5: EP-A-1 120 818 
D6: US-A-5 569 538 

D7: APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF 
PHYSICS, vol. 49, no. 15, 13 October 1986, 
pages 933-935, XP000816962 

D8 : the article cited on page 2 of the 
application. 

The applicant is advised that the expressions 
'"stress-absorbing layer" and "'stress-generating 
layer" define functional properties of the 
respective layers, said properties not being 
specific to the layers per se since the 
functionality thereof results only from interaction 
with the underlying layers. The terms 
conventionally used are "'strained layer" and 
"relaxed layer", each ''relaxed layer" being 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufiRctent) 



Continuation of: V.2 and VIII 



(relaxed) only at the surface. In this sense, the 
expression ^'stress-absorbing layer" is at least 
ambiguous, since even a relaxed layer is partially 
strained. It appears that the claims of the 
present application can be more clearly worded in 
this respect, which gives rise to the following 
objection: 



Dl (see in particular figure 1, with the associated 
text; column 15, lines 12-24) discloses a 
semiconductor element with a stress-absorbing 
semiconductor layer, said element comprising the 
following features : 

a substrate (^'silicon substrate") ; 

a crystalline stress-generating layer (''Si:Ge 
layer") formed on the substrate and, in 
particular, comprising a first lattice 
constant for generating a mechanical stress; 

an insulating stress-transmitting layer 
C'CaFz'') for transmitting the mechanical stress 
(column 15, lines 12-24), said layer being 
formed on the stress-generating layer; 

a layer (^'silicon layer") for forming source 
and drain regions and a channel region; 

a gate dielectric formed at least on the 
surface of the channel region; and 

a control layer formed on the gate dielectric 
for controlling the channel region (see 
figure 1) . 
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Continuation of: V.2 and VIII 

In consequence, the subject matter of claim 1 
differs from the known prior art according to Dl 
only in that the layer for forroing the source and 
drain regions is configured with a second lattice 
constant, which differs from the first lattice 
constant, for absorbing the mechanical stress that 
is generated and transmitted. 

However, it is known that strained layers are 
desirable for certain components, for example field 
effect transistors, and that a person skilled in 
the art would therefore take a layer of this type 
into consideration, without thereby being inventive 
(see in particular D2, figure 2; D3; D4 (abstract); 
article (D8) , cited on page 2 of the application). 

Thus, the subject matter of claim 1 is not 
inventive (PCT Article 33(3)). 

2. Similarly, the subject matter of method claim 9 is 
rendered obvious by Dl in combination with D2, D3, 
D4 and/or D8 (PCT Article 33 (3) ) . 

3. The subject matter of dependent claims 3-4 and 
11-15 is likewise rendered obvious by Dl. 




lal application No. 



PCT/DE 03/02352 



4. The subject matter of dependent claims 2, 5-8, 10 
and 16-20 is obvious to an expert in the relevant 
technical field. 
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Certain observations on the international application 



claims are fully 



See supplemental sheet. 
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WEITERES VORGEHEN MItteilung uber die Ubersendung des intemationalen 
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Internationales Anmeldedatum (Tag4\4onaUJahr) 
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Internationale Patentklasslfikation (IPK) Oder nationale Klasslfikation und IPK 
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1 . Dieser Internationale voriauf Ige PrQf ungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlSuf Igen PrOfung 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmetder gemdB Artikel 36 Qbenmittelt 



2. Dieser BERICHT unnfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlicii dieses Deckblatte. 

. SI AufBerdem llegen dem Berictit ANLAGEN be); dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprOchen 
undybder Zeichnungen, die geSndert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undbder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berlchtlgungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venwaltungsrichtllnien zum 



Diese Aniagen umfassen insgesamt 1 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthih Angaben zu folgenden Punkten: 

I IS Grundlage des Beschelds 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuhelt, erflnderische Tatigkelt und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitllchkelt der Erfindung 

V SI BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen TStigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Vi □ Bestlmmte angefOhrte Unterlagen 

VI I □ Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

VIII ISI Bestlmmte Bemerkungdh ^lir intemationalen Anmeldung 
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05.02,2004 


Datum der Fertigsteltung dieses Berichts 
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Name und Postanschrift der mit der intemationalen Prflfung 
beauftragten Behdrde 

Europaisches Patentamt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/32352 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dernAnmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglicti 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefOgt, well sie kerne Anderur^gen enthalten (Regein 70. 16 und 70.17)): 

Beschrelbung, Seiten 



1-5, 7-1 1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

6 eingegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 28.05.2004 

Anspruche, Nr. 

1-20 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Zeichnungen, Blatter 

1>2-2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Verdffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftllcher Form enthalten ist. 

□ zusammen m'rt der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden 1st. 
bei der Behorde nachtrSglich in schriftllcher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Beh6rde nachtraglich in computeriesbarer Fonm eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5 □ Dieser Bericht ist ohne BerOcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen GrQnden nach Auffassung der BehonJe Qber den Offenbamngsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(o)). 

(Auf Ersatzbmer, die solche Anderungen enthalten. ist unter Punta 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufOgen.) 

6. Etwaige zusatzllche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artlkel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erflnderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendtorkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1, Feststellung r u h on 
Neuheit (N) Ja: Ansprtiche 1-20 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: AnsprOche 1-20 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-20 

Nein: Anspruche: 

2. Unteriagen und Erkldmngen: 
siehe Beiblatt 

Vin. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der PatentansprQche. der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die AnsprOche in 
voliem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Abschnitt V: 



Dieser Internationale Vorlaufige Priifungsbericht stiitzt sich auf die folgenden Im 
Recherchenbericht zitierten Dokumente: 



D1: US-A-5 810 924 

D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1999, Nr. 13, 30. November 1999 & JP-A- 
11-233440 

D3: 2002 SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY. DIGEST OF TECHNICAL 
PAPERS. HONOLULU, JUNI 11 -13, 2002. Seiten 96-97. XP001 1 09835 

D4: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, Bd. 89, Nr. 1-3, 14. Februar 
2002, Seiten 360-363, XP004334431 

D5: EP-A-1 120 818 

D6: US-A-5 569 538 

D7: APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, Bd. 49, 

Nr. 15, 13. Oktober 1986, Seiten 933-935, XP000816962 
D8: der in der Anmeldung auf Seite 2 zitierte Artikel 



Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausdrucke "stressaufnehmende Schicht" 
und "Stressgeneratorschicht" funktionelle Eigenschaften der entsprechenden 
Schichten definieren, die fur sich genommen keine spezifischen Eigenschaften 
der Schichten darstellen, sondem lediglich im Zusammenspiel mit den 
darunterliegenden Schichten ihre Funktipn gewinnen. Die QblichenA^eise 
verwendeten Begriffe lauten: "verspannte Schicht" und "relaxierte Schicht", wobei 
jede relaxierte Schicht zunachst verspannt, und erst an der OberflSche entspannt 
(relaxlert) ist. In diesem Sinne ist der Ausdruck "stressaufriehmende Schicht" 
zumindest zweideutig, da auch eine relaxierte Schicht teilweise verspannt ist. Da 
es moglich erscheint, den Wortlaut der Anspruche im Rahmen der vorliegenden 
Anmeldung diesbeziiglich klarzustellen, ergibt sich folgender Einwand: 

Aus D1 , siehe insbesondere Figur 1 mit dem zugehdrlgen Text und Spalte 15, 
Zeilen 12-24, ist ein Halbleiteitauelement mit stressaufnehmender 
Halblelterschicht bekannt, das die folgenden Merkmale umfasst: 



- ein Tragemiaterial (silicon substrate); 

- eine auf dem Tragermaterial ausgebildete kristalline Stressgeneratorschicht 
(Si.Ge layer) mit im wesentlichen einer ersten Gitterkonstanten zum Erzeugen 
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einer nnechanischen Beanspruchung; 

- eine auf der Stressgeneratorschicht ausgebildete isolierende 
Stressubertragungsschicht (CaFa) zum Obertragen der erzeugten mechanischen 
Beanspmchung (Spalte 15, Zeilen 12-24); 

- eine Schicht (silicon layer) zur Realisierung von Source/Drain-Gebleten sowie 
einem Kanalgebiet; 

- ein zunnindest an der Oberflache des Kanalgebietes ausgeblldetes Gate- 
Dielektrikum; und 

- eine auf denn Gate-Dielektrikum ausgebildete Steuerschicht zum Ansteuem des 
Kanalgebiets (siehe Figur 1). 

Folglich unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem aus D1 
bekannten Stand der Technik lediglich dadurch, dass die Schicht zur Realisierung 
von Source/Drain-Gebieten mit einer zur ersten Gitterkonstanten verschiedenen 
zweiten Gitterkonstanten zum Aufnehmen der erzeugten und ubertragenen 
mechanischen Beanspruchung ausgebildet ist. 

Es ist jedoch bekannt, dass fur gewisse Bauelemente, z.B. Feldeffekttransistoren, 
verspannte Schichten erwunscht sind, so dass der Fachmann ohne erfinderisohes 
Zutun eine solche Schicht in Erwagung Ziehen wurde (vgl. insbesondere D2 (Figur 
2), D3, D4 (Zusammenfassung) und den in der Anmeldung auf Seite 2 zitierten 
Artikel (=D8)). 

Daher Ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT). 

In ahnlicher Weise ist auch Gegenstand des Verfahrensanspruchs 9 durch D1 in 
Verbindung mit D2, D3, D4 und/oder D8 nahegelegt (Artikel 33(3) POT). 

Der Gegenstand der abhangigen Anspruche 3-4 und 11-15 ist ebenfalls durch D1 
nahegelegt. 

Der Gegenstand der abhangigen AnsprOche 2, 5-8, 1 0 und 16-20 ist fur den 
Fachmann auf dem betreffenden technlschen Gebiet naheliegend. 
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strat lA mit einer ( 100) -Oberf lachenorientierung bestehen, 
wobei vorzugsweise ein Si-Substrat verwendet wird. Zur Reali- 
sierung einer hochwertigen Ausgangsoberf lache und urn die 
Grenzfiachenzustande an der Grenzfiache zwischen IB und lA zu 
vergraben kann gemSB Figur 3A beispielsweise eine Halbleiter- 
Bufferschicht IB epitaktisch abgeschieden werden, wobei vor- 
zugsweise eine silizium-Buf f erschicht mittels eines moleku- 
larstrahlepitaktischen Verfahrens (MBE) oder MOCVD-Ver f ahrens 
(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) abgeschieden wird. • 
insbesondere bei Verwendung eines. MBE-Verfahrens erhait man 
nach diesem Bearbeitungsschritt eine in einem Bereich von ei- 
ner Atomlage gegiattete Ausgangsoberf lache. Die Dicke der 
Buff erschicht IB wird hierbei lediglich von einer Verarbei- 
tungsgeschwindigkeit (Throughput) und einer vorgfegebenen; Aus- 
15 gangsqualitat bestimmt. 

Alternativ kSnnen- zu dem vorstehend beschriebenen Giattungs- 
verfahren auch herkSrranliche Giattungsverf ahren wie z.B. CMP- 
Verfahren (Chemical Me.chanical Polishing) durchgefUhrt wer- 
20 den. 

AnschlieBend wird eine kristalline stressgeheratorschicht SG 
auf dem Tragermaterial 1 bzw. der gegiatteten Ausgangsober- . 
flSche der Halbleiter-Buff erschicht IB ausgebildet, wobei die 
25 Kristallstruktur dieser Stressgeneratorschicht SG im Wesent- 
lichen eine erste Gitterkonstante zum Erzeugen einer mechani- 
■ schen Beanspruchung in.der spater ausgebildeten stressauf neh- 
menden Halbleiterschicht aufweist. 

. 30 Die Stressgeneratorschicht SG weist beispielsweise einen IV- 
IV- Oder einen III-V-Halbleiter auf. Sie kann jedoch auch ei- 
ne Mehrfachschichtenfolge ^tj-f^^j^^^Ik^^^^^d^^ mittels eines 
. molekularstrahlepitaktischentf^ffaueri sich andern, wodurch 
man wiederum verbesserte Auf wachseigenschaf ten fOr die nach- 
35 ' folgenden Schichten erhait. Insbesondere bei Verwendung einer 
Si-Schicht als stressauf nehmende Halbleiterschicht SA wird 
ftir die stressgeneratorschicht SG vorzugsweise . Sii-xGe^ als 



